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电气参数(VIN=12V, VBAT=8.4V, L=10uH, T =25ºC, unless otherwise noted.)A

                     

 
Chipstar Micro-electronics
上海智浦欣微电子有限公司

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIN 工作电压 

DIR=Low，as input voltage 3. 8  32 

V 

DIR=High，as output voltage 3  32 

VBAT 工作电压 

DIR=Low，as output voltage 0  32 

V 

DIR=High，as input voltage 3.8  32 

VINUVLO VIN �欠压保护阈值 DIR=Low , VIN Falling  3.6  V 

ΔVINUVLO VIN �欠压保护�回 DIR=Low  200  mV 

VBATUVLO VBAT �欠压保护阈值 DIR=High，VBAT Falling  3.6  V 

ΔVBATUVLO VBAT �欠压保护�回 DIR=High  200  mV 

IQ 芯片静态工作电� 

EN=Low，DIR=Low, 

non-switching 

 2.8  

mA 

EN=Low，DIR=High, 

non-switching 

 2.8  

ISD 芯片关�电� 

EN= High，DIR= Low  66  

μA 

EN= High，DIR= High  8  

IBAT 电池�漏电� 

不插�电�, EN=Low  8  

μA 

插�电�, EN= High VIN>VBAT   1 

插�电�, EN= High VIN<VBAT  9  

插�电�, VIN>VBAT, EN=Low 

RFB2_1=100KΩ, RFB2_2=740KΩ 

 48  

插�电�, VIN<VBAT, EN=Low 

RFB2_1=100KΩ, RFB2_2=740KΩ 

 2600  

VGVDD 驱动电压   7  V 

VAVDD 芯片�压�分供电电压   5  V 

VVSEN VSEN ��调制电压  0.98 1 1.02 V 

VFB1 FB1 �馈电压调制阈值  0.99 1 1.01 V 

VFB2 FB2 �馈电压调制阈值  0.99 1 1.01 V 
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参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VCV 充电浮充电压（常温） K=1+RB1/RB2  K*VFB  V 

VCV-HOT 充电浮充电压（高温） VNTC<Vwarm &JEITA  0.975VCV  V 

VRCH 重充电压阈值（默认） VBAT Falling  0.975VCV  V 

VTRK 涓流转恒流电压阈值 VBAT Rising  0.667VCV  V 

VSHORT 电池短路电压阈值 VBAT Falling  0.25VCV  V 

VOVPB BAT 端过压保护电压 VBAT Rising  1.07VCV  V 

VSENSE 输入输出最大电流检测电压   50  mV 

ILIMIT 输入限制电流 RS1=10mΩ 4.5 5 5.5 A 

ICC 恒流模式充电电流（默认值） RS2=10mΩ 4.5 5 5.5 A 

ITC 涓流模式充电电流（默认值）   10%  ICC 

IBF 充电终止电流（默认值）   10%  ICC 

FSW 系统工作频率   400  KHz 

DT 死区时间 

RDT=0Ω  30  

ns 

RDT=27KΩ  60  

RDT=47KΩ  90  

RDT=75KΩ  120  

RDT=110KΩ  150  

RDT= Float  180  

VIH EN/DIR 高电平阈值  1.5   V 

VIL EN/DIR 低电平阈值    0.4 V 
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参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

RDS_HS_P 上管驱动 PMOS 管导通电阻   3  Ω 

RDS_HS_N 上管驱动 NMOS 管导通电阻   1  Ω 

RDS_LS_P 下管驱动 PMOS 管导通电阻   3  Ω 

RDS_LS_N 下管驱动 NMOS 管导通电阻   1  Ω 

Vcold NTC 端低温保护阈值 VAVDD 的百分比  70  % 

Vcold_hys NTC 端低温保护迟滞 VAVDD 的百分比  0.83  % 

Vhot NTC 端高温调节阈值 VAVDD 的百分比  47.5  % 

Vhot_hys NTC 端高温调节迟滞 VAVDD 的百分比  1.67  % 

Vcool NTC 端低温电流减半阈值 VAVDD 的百分比  67.5  % 

Vwarm NTC 端高温浮充降低阈值 VAVDD 的百分比  55  % 

VSCL/SDA_H SCL/SDA 端高电平阈值  2.5   V 

V SCL/SDA_L SCL/SDA 端低电平阈值    0.4 V 

TMRTC TC 阶段充电时间限制（默认）   2.5  Hour 

TMRCC/CV CC/CV 阶段充电时间限制（默认）   24  Hour 

TSD 芯片热保护温度   150  ℃ 

ΔT 芯片热保护温度滞回   30  ℃ 
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